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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

® Herstellungsverfahren fur einen Padabschnitt einer LCD-Vorrichtung und Aufbau einer diesen Padabschnitt 

aufweisenden LCD-Vorrichtung 
@ Die Erfindung betrifft ein Herstellungsverfahren fur 

eine LCD, mit dem sich eine gute Haftung zwischen dem 

Pad-AnschluG fur die elektrische Signalverbindung zu ei- 
ner aufceren Vorrichtung und dem Anschluft der aufceren 

Vorrichtung erzielen laftt, und den Aufbau einer diesen 

Pad-Anschlufc aufweisenden LCD. Ein erfindungsgema- 

ftes LCD-Paneel weist auf: ein Substrat, eine Mehrzahl 

von auf dem Substrat ausgebildeten Gate-Leitungen, eine 

Mehrzahl von die Gate-Leitungen kreuzenden Daten-Lei- 

tungen, ein Gatepad und ein Datenpad am Ende jeder Ga- 

te-Leitung bzw. Source-Leitung, und eine Mehrzahl von 

jeweils zwischen den Pads ausgebildeten Offnungen, die 

bestimmte Substratabschnitte f reigeben. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
Flu ssigkristallanzeige- Vorrichtung bzw. LCD. Insbesondere 
beLrifft die Erfindung ein Herstellungs verfahren fur eine 
LCD, mil dem sich eine gute Haftung zwischen dem Pad- 
AnschluB, uber den elektrische Signaie zu einer auBeren 
Vorrichtung ubertragen werden, uhd dem AnschluB der au- 
Beren Vorrichtung erzielen laBt, sowie den Aufbau einer mit 
einem solchen Pad-AnschluB versehenen LCD. 

Die Kathodenstrahlrdhre (CRT fur engl. Cathode Ray 
Tube) wird als gangigstes Anzeige-Element zunehmend 
durch dunne flache Anzeige-Vorrichtungen ersetzt, die sich 
aufgrund ihrer im Vergleich zur CRT geringeren Dicke und 
ihres geringeren Gewichts uberall einsetzen lassen. Die For- 
schungen auf diesem Gebiet konzentrieren sich gegenwartig 
besonders auf die Entwicklung von LCD's, weil diese eine 
hohe Auflosung und geringe Ansprechzeit ermoglichen, so 
daB sie sich zum Anzeigen bewegter Bilder verwenden las- 



Drain-Elektrode 31 ausgebildet. Zwischen der Source-EIek- 
irodc 21 und der Halblciierschichl 33 bestcht ein ohmscher 
KontakL Zwischen der Drain-Elektrode 31 und der Halblei- 
terschicht 33 besteht ebenfalls ein ohmscher Kontakt. Die 

5 Anschlusse der Bus-Lei tungen, namlich ein Gatepad 15 und 
ein Sourcepad 25, sind jeweils am Endabschnitt der Gate- 
Leitung 13 bzw. der Source-Lei tung 23 ausgebildet. Zusatz- 
lich sind ein Gatepad-AnschluB 57 und ein Sourcepad-An- 
schl'uB 67 an dem Gatepad 15 bzw. dem Sourcepad 25 aus- 

10 gebildet. 

Wenn eine an dem Gatepad 15 anliegende Signalspan- 
nung uber die Gate-Leitung 13 an die Gate-Elektrode 11 an- 
geiegt wird, ist der TFT 19 der entsprechenden Gate-Elek- 
trode 11 eingeschaltet (EIN-Zustand). Dann sind die 
15 Source-Elektrode 21 und die Drain-Elektrode 31 des TFT 
19 elektrisch miteinander verbunden, so daB die an dem 
Sourcepad 25 anliegenden, elektrischen Bilddaten iiber die 
Source-Leitung 23 und die Source-Elektrode 21 zu den 
Drain-Elektroden 27 ubertragen werden. Wenn an dem Ga- 



sen. Daruber hinaus laBt sich ein aktives Paneel mit einem 20 tepad 15 keine Signalspannung anliegt, sin d die Source- 
aktiven Schaltelement wie einem Dunnschichttransistor Elektrode 21 und die Drain-Elektrode 31 des TFT 19 elek- 
bzw. TFTbesser in einer LCD verwenden. trisch voneinander isoliert. Daher wird durch das Steuem 

Die Arbeitsweise einer Flussigkristallanzeige-Vorrich- der Signalspannung an der Gate-Elektrode 11 festgelegt, ob 
tung basiert auf der Polarisation und optischen Anisotropic an d er Dr ain-Elektrode Bilddaten anliegen oder nicht, d. h. 
des FlussigkristaUs. Aufgrund der Anisotropie des Fliissig- 25 der TFT 19 wirkt als ein Schaltelement. Zwischen der 

■ — j: t :~u» .;w«^«„-~ t ,„A oKr rt rK; 0 . Schicht mit der Gate-Elektrode 13 und der Schicht mit der 

Source-Elektrode 23 ist eine Gate-Isolierschicht 17 einge- 



kristalls laBt sich mit diesem Licht ubertragen und absorbie- 
ren, indem die Ausrichtung der stabfbrmigen Flussigkri- 
stall-Molekule durch ein Polaris ierungs verfahren gesteuert 
wird. Dieses Prinzip wird bei der Flussigkristall-Anzeigen- 
vorrichtung angewandt. Aktivmatrix-LCD's bzw. 
AMLCD's, bei denen die TFTs zu einer Matrix angeordnet 
und Bildpunkt- bzw. Pixeleiektroden an die TFT's ange- 
schlossen sind, liefern eine hohe Bildqualitat und sind milt- 
lerweilc weitverbreitct. 

Bezugnchmend auf Fig. 1 und Fig. 2, aus denen eine 
AMLCD aus der Perspektive bzw. im Schnittentlang derLi- 
nie n-II ersichtlich ist, wird nun der Aufbau einer herkomm- 
lichen AMLCD beschrieben. Die herkommliche AMLCD 
wcist ein oberes Paneel 3 und ein unteres Paneel 5 auf, die 
einander gegenuberliegend angeordnet und miteinander ver- 
bunden sind, und ein zwischen den Paneelen eingespritztes 
Flussigkristall-Material 10. Das obere Paneel 3, das Farbfil- 
terpaneel, weist sequentiell angeordnete Farbfilter7 fur Rot 
(R), Griin (G) und Blau (B) auf, die auf einem ersten trans- 
parcnten Substrat la an matrixformig angeordneten Pixel- 
Positionen vorgesehen sind. Unter diesen Farbfiltern 7 sind 
gitterformig angeordnete, schwarze Matrizen 9 ausgebildet, 
die ein Vermischen der Farben in den Grenzbereichen ver- 
hindem. Auf den Farbftltern 7 ist eine gemeinsame Elek- 
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fugt, welche diese elektrisch voneinander isoliert. Auf der 
Schicht mit der Source-Leitung 23 ist eine Passivierungs- 
schicht 37 ausgebildet, welche die Elemente schutzt. 

Das Farb filter-Pane el 3 und das aktive Paneel 5 sind ein- 
ander gegenuberliegend so zusammengefugt, daB zwischen 
ihnen ein bestimmter Abstand, d. h. ein Zellspalt, verbleibt. 
Der Zellspalt ist mit Flussigkristall-Material 10 gefullt, und 
der Rand der miteinander verbundenen Paneele ist mit einer 
Dichtungsmasse 81 wie Epoxidharz abgedichtet, so daB ein 
Auslaufen des FlussigkristaUs verhindert wird, womit ein 
vollstandiges Fiussigkristallpaneel fur eine AMLCD ausge- 
bildet ist. 

Die AMLCD entsteht schlieBlich durch Zusammenbauen 
des Flussigkristallpaneels mit den Zusatzvorrichtungen fiir 
die Bilddaten. Zu diesem Zeitpunkt sind die Pads des Flus- 
sigkristallpaneels und der jeweilige AnschluB der Zusatz- 
vorrichtungen insgesamt uber eine. ACF-Schicht elektrisch 
mit einem TCP verbunden. Bezugnehmend auf Fig. 3, die 
den allgemeinen Aufbau einer ACF-Schicht zeigt, sowie auf 
Fig. 4, werden zunachst das herkommliche Verfahren zum 
Verbinden des TCP mil dem Pad unter Verwendung der 
ACF-Schicht sowie der Aufbau eines mit diesem Verfahren 



trode 8 ausgebildet. Die gemeinsame Elektrode 8 ist eine der 50 hergestellten Pads beschrieben. 



beiden Elektroden, mit denen ein elektrisches Feld erzeugt 
wird, das an die Russigkristall-Schicht angelegt wird. 

Das untere Paneel 5 der LCD weist Schaltelemente und 
Bus-Leitungen auf, die das elektrische Feld zum Ansteuern 
der Flussigkristall-Schicht erzeugen. Dieses Paneel wird da- 
her als aktives Paneel bezeichnet. Das aktive Paneel 5 einer 
AMLCD weist Pixeleiektroden 41 auf, die matrixformig an- 
geordnet und auf einem zweiten transparenten. Substrat lb 
ausgebildet sind. In Spaltenrichtung der Pixeleiektroden 41 
sind Signal-Busleitungen 13 ausgebildet, und in Zeilenrich- 
tung der Pixeleiektroden 41 sind Daten-Busleitungen 23 
ausgebildet. An einem Eckbereich einer Pixelelektrode 41 
ist ein TFT 19 ausgebildet, der di e Pix elelektrode 41 ansteu- 
ert. Eine Gate-Elektrode 11 des TFT 19 ist an die Signal- 
Busleitung oder Gate-Leitung 13 angeschlossen. Eine 
Source-Elektrode 21 des TFT 19 ist an die Daten-Busleitung 
23 oder Source-Leitung angeschlossen. Eine Halbleiter- 
schicht 33 ist zwischen der Source-Elektrode 21 und der 



Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, weist eine ACF-Schicht 71 
eine Mehrzahl von kugelformigen Lei tern 95 auf, die von ei- 
ner Isoliermembran 93 in einer isotropischen Schicht 31 be- 
deckt sind. Auf Pad-Anschlussen 47, die mit Pads 45 - d. h. 
55 den Gatepads 15 oder den Sourcepads 25 — am Rand des 
Flussigkristallpaneels verbunden sind, ist die ACF-Schicht 
71 angebracht, an die ein TCP 73 sequentiell angeschlossen 
ist. Zu diesem Zeitpunkt hat das Leiterpad 75 des TCP 73 
bezuglich des Pads 45 des Flussigkristallpaneels, d. h. des 
60 Gatepads 15 oder des Sourcepads 25, die aus Fig. 4a ersicht- 
liche Anordnung bzw. es sollte diese haben. Dann wird das 
TCP 73 mit Druck beaufschlagt und erwarmt, und die Lei- 
terkugeln 95 werden jeweils zwischen dem TCP-Pad 75 und 
dem Pad- AnschluB 47 des Flussigkristallpaneels eingefiigt. 
65 Durch Erhohen der Druckkraft auf das TCP 73 werden die 
Isoliermembranen 93 iiber den Leiterkugeln 95 zerstort, so 
daB jedes TCP-Pad 75 mit dem jeweiligen Pad-AnschluB 47 
des Flussigkristallpaneels elektrisch verbunden ist, wie aus 
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Fig. 4b ersichtlich ist. Obwohl sich auch zwischen den be- 
nachbarlcn Pad-Anschlussen 47 cinigc Lcitcrkugcln 95 be- 
finden, bleiben die benachbarten Pad-Anschlusse 47 vonein- 
ander elektrisch isoliert, da die Leiterkugeln 95 von der Iso- 
liermembran 93 bedeckt sind. 

Wahrend des oben beschriebenen Schritts Befestigen des 
TCP an den Pad-Anschlussen dehnt sich jeweiis der 
Schichtabschnitt. 77 zwischen den Pads des Abschnitts 73 
infolge der Warmeeinwirkung und des Drucks etwas'aus 
und haftet an der Passivierungsschicht 37, die oberi auf dem 
Flussigkristallpaneel ausgebildet ist. Sobald die Druck- und 
Warmeeinwirkung beendet ist, schrumpft dieser gedehnte 
Schichtabschnitt des TCP wieder und erzeugt eine Zugkraft 
83, so daB die an dem Schichtabschnitt 77 haftende Passi- 
vierungsschicht 37 abgelost wird. 

Nach Fertigstellung des Flussigkristallpaneels soilte der 
Randabschnitt des Paneels, in dem der KurzschiuBbiigel 
zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung ausgebildet ist, 
abgeschnitten werden. Dabei greift eine Schneidkraft an 
dem abzuschneidenden Rand an, so daB es zu einer Instabi- 
lity der Passivierungsschicht 37 oder der Gate-Isolier- 
schicht 17 kommen kann. Die Passivierungsschicht 37 kann 
sich in diesem Abschnitt leicht wieder ablosen, Wenn der 
Schichtabschnitt 77 des TCP mit der dazwischeniiegenden 
ACF-Schicht 71 mit der Passivierungsschicht 37 verbunden 
wurde und der Warmeeintrag beendet wird. Dies ist auf eine 
Ablosckraft 89 zuriickzufiihren, die sich als Vektorsumme 
aus der horizontalen Schrumpfkraft 87 der ACF-Schicht 71 
und der veriikalen Schrumpfkraft 85 der ACF-Schichi 71 
unddesTCP73ergibt. 

Es ist ein Zicl der Erfindung, ein Ilerstellungsverfahren 
fur LCD-Pancele und den Aufbau eines mit diesem Verfah- 
ren hergestellten LCD-Paneels zu schaffen, mit dem beim 
Befestigen des TCP an den Pad-Anschlussen der LCD zum 
Hcrstellen einer elektrischen Verbindung zwischen diesen 
eine erhohte Haftung zwischen dem TCP und dem LCD-Pa- 
neel erzielt wird. Ein wciteres Ziel ist es, ein Herstellungs- 
verfahren fur das LCD-Paneel und einen Aufbau des mit 
diesem Verfahren hergestellten LCD-Paneels zu schaffen, 
wobci die zwischen dem TCP und dem Pad-AnschluB ein- 
gefiigte ACF-Schicht direkt an den entsprechenden Ab- 
schnitten des Substrats des LCD-Paneels haftet. 

Dazu wird durch die Erfindung ein Hers teliungs verfahren 
fur ein LCD-Paneel geschafren, das die Schritte aufweist 
Ausbilden eines Dunnschichttransistors mit einer Gate- 
Elektrode, einer Source-Elektrode und einer Drain-Elek- 
u-ode, einer an die Gate-Elektrode angeschlossenen Gate- 
Leitung, einer an die Source-Elektrode angeschlossenen 
Source-Leitung sowie einem Gatepad und einem Source- 
pad, die jeweiis am Ende der Gate-Leitung bzw. der Source- 
Leitung auf einem Substrat ausgebildet sind, Aufdampfen 
einer Passivierungsschicht auf den Diinnschichttransistor 
und die Pads, so daB diese bedeckt sind, und Freilegen eini- 
ger Abschnitte des Gatepads, des Sourcepads und jeweiis ei- 
nes entsprechenden Substratabschnitts zwischen den Pads 
Ferner weist ein erfindungsgemaBes LCD-Paneel ein Sub- 
strat, eine Mehrzahl von auf dem Substrat ausgebildeten 
Gate-Lei tungen, eine Mehrzahl von die Gate-Lei tungen 
kreuzenden Daten-Lei tungen, ein Gatepad und ein Daten- 
pad am Ende jeder Gate-Leitung bzw. Source-Leitung, so- 60 
wie eine Mehrzahl von Offnungen auf, durch die jeweiis be- 
stimmte Abschnitte zwischen den Pads freiliegen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter 
Ausfuhrungsformen und unter Bezugnahme auf die Zeich- 
nung beschrieben. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 eine herkommliche Aktivmatrix-Flussigkristall- 
Anzeigenvorrichtung, perspektivisch, 

Fig. 2 die herkommliche Aktivmatrix-Flussigkri stall- An- 



zeigenvorrichtung, im Schnitt, 

Fig. 3 den Aufbau einer ACF-Schicht im Schnitt, 
Fig. 4a und Fig. 4b das herkommliche Verfahren zum 
Verbinden eines TCP mit dem LCD-Pad mit Hilfe der ACF- 
Schicht, jeweiis im Schnitt, 

Fig. 5 das Ablosen der Passivierungsschicht des LCD-Pa- 
neels infolge der Schrumpfkraft der Schicht, wenn das TCP 
und das LCD-Pad nach dem herkommlichen Verfahren rhit- 
einander verbunden sind, im Schnitt, 

Fig. 6 das Ablosen der Passivierungsschicht am Randab- 
schnitt des LCD-Paneels infolge der Schrumpfkraft der 
Schicht, wenn das TCP und das LCD-Pad nach dem her- 
kommlichen Verfahren miteinander verbunden sind, im 
Schnitt, 

Fig. 7 ein erfindungsgemaBes LCD-Paneel, in Draufsicht, 
Fig. 8a-8e ein erfindungsgemaBes Verfahren zum Her- 
stellen des LCD-Paneels, jeweiis im Schnitt, und 

Fig. 9 den Pad-Abschnitt des erfindungsgemaBen LCD- 
Paneels, vergroBert und in Draufsicht. 

Wie aus Fig. 7 und den Fig. 8a-8e ersichtlich ist, die das 
erfindung sgemaBe, aktive Paneel bzw. die erfindungsgema- 
Ben Schritte zu dessen Herstellung zeigen, wird auf einem 
transparenten Substrat 101 eine erste Metallschicht 211 
durch Aufdampfen von Aluminium oder einer Aluminium- 
legierung ausgebildet. Eine zweite Metallschicht 213 wird 
durch anschlieBendes Aufdampfen eines Metalls mit hoher 
Schmelztemperatur wie Molybdan, Tantal, Wolfram oder 
Antimon auf die erste Metallschicht 211 ausgebildet. Diese 
ubereinander angeordneten Metallschichten 211 und 213 
werden in einem ersten Maskierungsschritt strukturiert, so 
daB eine Gate-Elektrode 111, eine Gate-Leitung 113 und ein 
Gatepad 115 ausgebildet werden. Wenn die iibereinanderlie- 
genden Schichten 211 und 213 nun mittels eines NaB-Atz- 
verfahrens strukturiert werden, weisen die Gate-Materi alien 
- d. h. die Gate-Elektrode, die Gate-Leitung und das Gate- 
pad - eine Querschnittsform auf, bei der die Breite der zwei- 
ten Metallschicht 213 geringer ist als die der ersten Metall- 
schicht 211. Eine Mehrzahl von Gate-Leitungen 113 ist in 
vertikaler Richtung angeordnet. Die Gate-Elektrode 111 
40 zweigt von der Gate-Leitung 113 ab und ist in einer Ecke des 
auszubitdenden Bildpunkts angeordnet. Das Gatepad 115 ist 
am Ende der Gate-Leitung 113 angeordnet, wie aus Fig. 7 
und Fig. 8a ersichtlich ist. 

Auf das Substrat mit dem Gate-Material aus den uberein- 
anderliegenden Metallschichten 211 und 213 wird eilt anor- 
ganisches Isoliermaterial wie Siliziumnitrid aufgedampft 
oder eine Beschichtung aus Siliziumoxid oder organischem 
Isoliermaterial wie BCB (Benzozyklobuten) oder Acrylharz 
aufgebracht, so daB eine Gate-Isolierschicht 117 gebildet 
wird. Darauf werden nacheinander ein Eigenhalbleiter-Ma- 
terial wie undotiertes amorphes Silizium und ein Storstel- 
lenhalbleiter-Material, z. B. mit Fremdatomen dotiertes, 
amorphes Silizium, aufgedampft. Diese ubereinanderliegen- 
den Schichten werden in einem zweiten Maskierungsschritt 
strukturiert, so daB eine Halbleiterschicht 133 und eine do- 
tierte Halbleiterschicht 135 ausgebildet werden, die auf der 
Gate-Isolierschicht uber der Gate-Elektrode 111 angeordnet 
sind, wie aus Fig. 7 und Fig. 8b ersichtlich ist. 

Auf das Substrat 101 mit der douerten Halbleiterschicht 
135 wird eine Metallschicht aus Chrom oder einer Chromle- 
gierung aufgebracht und in einem dritten Maskierungs- 
schritt strukturiert, so daB eine Source-Elektrode 121, eine 
Drain-Elektrode 131, eine Source-Leitung 123 und ein 
Sourcepad 125 ausgebildet werden. Eine Mehrzahl von 
Source-Lei tungen 123, welche die Gate-Leitungen 113 auf 
der Gate-Isolierschicht 117 jeweiis im rechten Winkei kreu- 
zen, sind in horizontaler Richtung angeordnet. Auf einer 
Seite der dotierten Halbleiterschicht 135 ist die von der 
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Source- Lei tung 123 abzweigende Source-Elektrode 121 
ausgebildet. Auf dcr andcrcn Scitc dcr doiicrtcn Halbleiter- 
schicht 135 ist die der Source-Elektrode 121 gegeniiberlie- 
gende Drain-Elekirode 131 ausgebildet, wie aus Fig. 7 und 
Fig. 8c ersichtlich ist. 5 

Auf das Substrat mil den Source-Materialien, d. h. der 
. Source-Elektrode, der Drain-Elektrode, der Source-Leitung 
und dem Sourcepad,- wird ein anorganisches Material wie 
Siliziumnitrid oder ein Siiiziumoxid aufgedampft oder eine 
Beschichtung aus einem organisehen Material wie BCB 10 
(Benzozyklobuten) oder Acrylharz aufgebracht, so daB eine 
Passivierungsschicht 137 gebildei wird. In einem vierten 
Maskierungsschritt werden einige Abschnitte der das Sour- 
cepad 125 und die Drain-Elekirode 131 bedeckenden Passi- 
vierungsschicht 137 entfemt, so daB eine Source-Kontakt- 15 
offnung 161 und eine Drain-Kontaktoffnung 171 ausgebil- 
det werden. Ferner werden einige Abschnitte der Passivie- 
rungsschicht 137 und der Gate-Isolierschicht 117 entferni, 
die das Gatepad 115 bedecken, so daB eine Gate-Kontaktoff- 
nung 151 ausgebildet wird. Nun wird jeweils ein Abschnitt 20 
der Passivierungsschicht 137 und der Gate-Isolierschicht 
117 entfernt, der das Substrat 101 zwischen dem Galepad 
115 und dem Sourcepad 125 bedeckt, so daB Offnungen 193 
gebildei werden, die das Substrat 101 freigeben, wie aus 
Fig. 7 und Fig. 8d ersichtlich ist. 

Auf die Passivierungsschicht 137 wird ein transparentes 
Lei ter materia I wie ITO (fur engl. Indium Tin Oxide = In- 
dium-Zinn-Oxid) aufgedampft und in einem fiinften Mas- 
kierungsschritt sirukturiert, so daB eine Pixelelektrode 141, 
ein GatepadanschluB 157 und ein SourcepadanschluB 167 
ausgebildet werden. Die Pixelelektrode 141 ist uber die 
Drain-Kontaktoffnung 171 an die Drain-Elekirode 131 an- 
geschlossen. Dcr GatepadanschluB 157 ist uber die Gate- 
Kontaktoffnung 151 an das Gatepad 115 angeschlossen, und 
der SourcepadanschluB 157 ist uber die Source-Kontaktoff- 
nung 161 an das Sourcepad 125 angeschlossen, wie aus Fig. 
7 und Fig. 8e ersichtlich ist Aus Fig. 9 ist der erfindungsge- 
miiBe Pad-Abschnitt des aktiven Paneels ersichdich. Zwi- 
schen den benachbarten Pad-Abschnitten sind bestimmte 
Abschnitte der Gate-Isolierschicht 117 und der Passivie- 
rungsschicht 137 entfernt worden, so daB jeweils eine das 
Substrai 101 freigebende Offnung 193 gebildet ist. Wie aus 
Fig. 9 ersichtlich ist, sind vorzugsweise viele kleine Offnun- 
gen ausgebildet, wodurch der Effekt der Erfindung verstarkt 
wird. Vorzugsweise ist insbesondere am Randabschnitt eine 
groBe Offnung 193a ausgebildet, da die Gate-Isolierschicht 
117 und die Passivierungsschicht 137 am Randabschnitt 
eine geringe Haflkraft aufweisen. 

ErfindungsgemaB wird das TCP mittels der ACF-Schicht 
so an dem Pad-AnschluB des LCD-Paneels befestigt, daB ei- 
nige Abschnitte der ACF-Schicht direkt an dem durch die 
Offnungen freiliegenden Substrat angebracht sind, so daB 
das TCP und die ACF-Schicht fest an dem LCD-Paneel haf- 
ten. Auf diese Weise laBt sich ein Ablosen des TCP urid der 
ACF-Schicht von dem Substrat verhindern. 

Paten tan spriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines aktiven Paneels ei- 
ner Flussigkristall-Anzeigenvorrichtung, mit ' den 
Schriilen: 

Ausbilden einer Mehrzahl von Leitungen mit einem am 
Ende jeder dieser Leitungen angeordneten Pad, auf ei- 
nem Substrat, 

Ausbilden einer Isolierschicht auf den Leitungen und 
den Pads, 

Freilegen der Pads und besiimmier Substratabschnitte 
zwischen den Pads. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei dieses ferner den 
Schritt aufweisi: 

Ausbilden eines Pad-Anschlusses auf jedem Pad, 
Verwenden einer AnschluBeinrichtung mit einer Mehr- 
zahl von in einer Isolierschicht angeordneten Leiter- 
pads, so daB diese den Pads zugeordnet sind, 
Verbinden der Leiierpads mit den Pad-Anschlussen 
und 

Anbringen eines bestimmten Abschnitts der Isolier- 
schicht an dem jeweils durch Offnungen zwischen den 
Pads hindurch freiliegenden Substrat. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt Aus- 
bilden der Leitungen und der Pads und der Schritt Aus- 
bilden der Isolierschicht den Schritt aufweisen: 
Ausbilden einer Gate-Leitung und eines am Ende der 
Gate-Lei tung angeordneten Gatepads, 

Ausbilden einer Gate-Isolierschicht, welche die Gate- 
Leitung und das Gatepad bedeckt, 
Ausbilden einer Source-Leitung und eines am Ende der 
Source-Leitung angeordneten Sourcepads auf der 
Gate-Isolierschicht und 

Ausbilden einer Passivierungsschicht, welche die 
Source-Leitung und das Sourcepad bedeckt, und 
wobei in dem Schritt Freilegen das Gatepad, das Sour- 
cepad und jeweils bestimmte Substratabschnitte zwi- 
schen dem Gatepad und dem Sourcepad freigelegt wer- 
den. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei in dem Schritt 
Ausbilden der Gate-Leitung femer eine von der Gate- 
Leitung abzweigende Gate-Elektrode ausgebildet wird, 
das Verfahren femer den Schritt aufweist Ausbilden ei- 
ner Halbleiterschicht auf der Gate-Isolierschicht uber 
der Gate-Elektrode, 

wobei in dem Schritt Ausbilden der Source-Leitung 
ferner eine von der Source-Leitung abzweigende 
Source-Elektrode, die mit einer Seiie des Halbleiters 
uber einen ohmschen Kontakt verbunden ist, und eine 
der Source-Elektrode gegenuberliedende Drain-Elek- 
trode, die mit der anderen Seite des Halbleiters uber ei- 
nen ohmschen Kontakt verbunden ist, ausgebildet wer- 
den, 

wobei in dem Schritt Freilegen des Sourcepads ferner 
die Drain -Elektrode freigelegt wird, 
das Verfahren ferner den Schritt aufweist Ausbilden ei- 
nes Gatepad-Anschlusses und eines Sourcepad-An- 
schlusses, die an das Gatepad bzw. das Sourcepad an- 
geschlossen sind, und einer an die Drain-Elektrode an- 
geschlossenen Pixelelektrode. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, wobei dieses ferner den 
Schritt aufweist: 

Verwenden einer AnschluBeinrichtung mit einer Mehr- 
zahl von in einer Isolierschicht angeordneten Leiter- 
pads, so daB diese den Gatepads und den Sourcepads 
zugeordnet sind, 

AnschlieBen der Leiterpads an die Gatepad- Anschlusse 
und die Sourcepad-Anschliisse und 
Anbringen bestimmter Abschnitte der Isolierschicht an 
dem Substrai, das jeweils durch die zwischen dem Ga- 
tepad und dem Sourcepad ausgebildeten Offnungen 
hindurch freiliegt. 

6. Aktives Paneel fur eine Flussigkristall-Anzeigen- 
vorrichtung, mit: \ 

einem Substrat, 

einer Mehrzahl von auf dem Substrat ausgebildeten 
Leitungen, 

jeweils einem am Ende der Leitung ausgebildeten Pad, 
einer die Leitungen und die Pads bedeckenden Isolier- 
schicht und 



DE 199 30 197 A 1 

7 

jeweils einer zwischen den Pads ausgebildeten Off- 
nung, durch die hindurch bestimmte Abschnitle des 
Substrats freiliegen. 

7. Aktives Paneel nach Anspruch 6, wobei dieses fer- 
ner eine AnschluBeinrichtung aufweist mit einem Lei- 5 
terpad, das an das Pad anschlieBbar ist, und einer Iso 
lierschicht, die sich an dem durch die Offnung hin-. 
durch freiliegenden Substratabschnitt anbringen .laBt. 

8. Aktives Paneel nach Anspruch 6, wobei die Off- 
nung eine Mehrzahl kleinerOffnungen aufweist. ' - •- to 

9. Aktives Paneel fur eine Flussigkristall-Anzeigen- 
vorrichtung, mit: 

einem Substrat, 

einer auf dem Substrat ausgebildeten Gate-Leitung, 
einem am Ende der Gate-Leitung ausgebildeten Gate- 15 
pad, 

einer die Gate-Leitung und das Gatepad bedeckenden 
Gatc-Isolierschicht und 

einer die Gate-Leitung auf der Gate-Isolierschicht 
kreuzenden Source-Leitung, 20 
einem am Ende der Source-Leitung ausgebildeten 
Sourcepad, 

einer die Source-Leitung und das Sourcepad bedecken- 
den Passivierungsschicht, 

einer das Gatepad freigebenden Gate-Kontaktoffnung, 25 
einer das Sourcepad freigebenden Source- Kontaktoff- 
nung und 

einer Offnung zwischen jedem Gatepad und jedem 
Sourcepad, die einen bestimmten Substratabschnitt 
freigibt. 30 
10. Aktives Paneel nach Anspruch 9, femer mit: 
einer von der Gate-Leitung abzweigenden Gate-Elek- 
trodc, 

einer Halbleiterschicht, die auf der Gate-Isolierschicht 
fiber der Gate-Elcktrodc ausgebildet ist, 35 
einer von der Source-Leitung abzweigenden Source- 
Elektrodc, die iiber einen ohmschen Kontakt mit der ei- 
nen Seite der Halbleiterschicht verbunden ist, 
einer der Source-Elektrode gegenuberliegenden Drain- 
Elektrode, die uber einen ohmschen Kontakt mit der 40 
anderen Seite der Halbleiterschicht verbunden ist, 
einer Drain-Kontaktoffnung, welche die Drain-Elek- 
trode freigibt, 

. einem Gatepad-AnschluB, der durch die Gate-Kontakt- 
offnung hindurch an das Gatepad angeschiossen ist, 45 
einem Sourcepad-AnschluB, der durch die Source- 
Kontaktoffnung hindurch an das Sourcepad ange- 
schiossen ist, 

einer Pixelelektrode, die durch die Drain-Kontaktoff- 
nung hindurch an die Drain-Elektrode angeschiossen 50 
ist, und 

einer AnschluBeinrichtung mit einem Leiterpad, das an 
das Gatepad und das Sourcepad anschlieBbar ist, und 
einer Isolierschicht, die sich an dem jeweils durch die 
Offnung hindurch freiliegenden Substratabschnitt be- 55 
festigen laBt. 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 

60 



65 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE199 30 197 A1 
G02F 1/1343 
13. Januar 2000 



Fig. 1 

Stand der Technik 




902 062/743 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 199 30 197 A1 
G02F 1/1343 
13. Januar 2000 



Fig. 3 

Stand der Technik 




.95 



Fig. 4a 

Stand der Technik 




Fig. 4b 



Stand der Technik 




902 062/743 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE199 30 197 A1 
G02F 1/1343 
13. Januar 2000 



Fig. 5 



Stand derTechnik 




Fig. 6 




1 



902 062/743 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 



Nummer; 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE199 30 197 A1 
G02F 1/1343 

13. Januar 2000 



Fig. 7 



101 



117 



161 
_1_ 



125 



167. 



123 



115 




0 0 0 0 th 1 



93 



151 
J 



131 



121 



171 



r 

113 



141 



902 062/743 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 



Nummer: 
Int. Ci. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 199 30 197 A1 
G02F 1/1343 
13. Januar 2000 





Fig. 8c 




902 062/743 



ZE1CHNUNGEN SEITE 6 



Nummer: 
Int. C!. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE199 30 197 A1 
G02F 1/1343 

13. Januar 2000 



Fig. 8d 




902 062/743 



ZEICHNUNGEN SEITE 7 Nummer: DE 199 30 197 A1 

Int. CI. 7 : G02F 1/1343 

Offenlegungstag; 13. Januar 2000 



Fig. 9 




193a 




14-7 



149 



902 062/743 



